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L 1. Welcher funxtionale Zusammenhang beateht zwischen den Drainatrom ID
und der Gat e~So;rcc—upnr wun g L,, des FET#? Welcher Zusaanmenhang be-
teht zwischen dcn entsprechendrn GrolJen des bipolaren Transistors?
%rLches el, Verhalten iast hierdurch beim FET ginstiger als beim
L4l e
Transistor?

(v 2+ Wodurch zeichnet sich die Steuerungs<ennlicie cdes selbstleitenden
MU5-7 =T gegenuber allen anderen Transistoren ausi

L 3+ Zelchnen Gie schematisch das Stguer- y. Ausgangexertlinienfeld eines
s=lbataperrenden MOS-FET. Geben fie dje Abschnurgrente an und beschreis

ben Sis Aie Bedeutung von UF.

7eichnen Sie ¢ns Ausgangskenalinjenfejd eines PN-FET des ohmachez Be-
reicha,. Welchen Einllul ubt U"S aus?

“ie ist die Steilheit a) eines Transisters und b) eines FET definiert?
vm- Ven welchen Grolen ist sie jeweils abrangig?
ﬂ, /-6. Wie i5t die Rauschzahl definiert?

!_?. Was verstehen Sie unter der Grenzfrequenz [, bzw. f,7

ffﬁ, Geben Sie den Betriebseir; ;angswiderstand eines Transistors in Kollaek-
tor-5-haltuns an und beurteilea Sie diesen in bezug auf se.nen wert

J-9. Welche Kepazitdten hat eine Diode und von welchen Grolen sind sie ab=
bangig? 5.
/10, Was verstehen Sie unter dem Begrliff Beweglichkeit? .. T ?é:
Aufgacent
11. Gegeben ist das folgende E:hriq - ESB. eines Transistorsi
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Leiten Sie mit Hilfe des ESB. die Stromverstaricung 71 ab, Unter
w-lcher Eed!ngung gebt v, {n 8 ixer? Iet das bier erfullt?

%) Leiten Sie die Spannungsverstarkung v ab. Setzen Sie in Ihrem
Ausdruck h,.= O und geben Sie die Nakerusg fur v an. Berechnen

Sie fir beice Fille A

¢) Wie grof ist die Leistungsverstarkung 'P?
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